Drogaggio per diffusione
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F(x) = -D aN/dx

Where:

D = the constant of proportionality and is
the diffusion coefficient;

N = the dopant atom concentration in atoms
per unit volume; and

x = the distance from the silicon surface from
which dopant diffuses inward.
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Where: .
N = the concentration of the diffusant
species,
t = time,
x = distance measured in the direction of the

one-dimensional diffusion, and
D = the diffusion coefficient, which has been
assumed to be independent of x or N.*



Elemento | Dy [cm?/s] Ej [eV]

B 10.5 3.69

i Al 8.00 3.47

D =D, GXP(— ﬁj Ga 3.60 3.51
In 16.5 3.90

P 10.5 3.69

As 0.32 3.90

Sb 2.060 3.95
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Diffusione con Concentrazione di
rogante (Gas) costante alla superficie
del Solido

Condizioni al contorno:

C(X, to) = O Cs e’ la solubilita’ ed e’ il

Limite di concentazione

— che un drogante puo’
C(0,t)=Cq

raggiungere alla
superficie del solido.
C(oo,t) =0



Je dv

(%, 1) = Cserfc(zJ%) .
x/2+/Dt

erfc(n) =1-erf(n) =1- %!evzdv

N = [ C(x,1)dx = 2yDt /  x C,
0
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Solubilita solida (cm™)
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Drogante che s
entra sel solido
al tempo t:

X
N(X,t)= No(l — erf )
2 Pt

Ny = 1 x 10"% atoms/cm?®
D =1x10"2 cm? sec”?
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D : 1 x 10° sec 27.8hr «

N' 2C t i 1 x 10° sec 278hr o
Q S 1074 | i ; | I

] Lo cnsecsssessedsacessessssesselacsssessssssceshossssassssassshossoescessessnluse
72' o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1015 s

Diffusion from an infinite source
showing the effect of diffusion time.



Diffusione con Q costante nel Solido
(Limited-source diffusion)

TC(x,t)dx =0 =COST.

( 2 )
C.(x.t)=—ZL—exp| -
JaDt T\ 4Dt
C,(0,1)=—2

Dt



Ng= (WWWQ ) e xD/Dt2)
§2D:1;

or
N D1,
Ne @U20z = e P)4D2t2)
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In genere il drogaggio per diffusione
avviene in due fasi:

1)Fase di predeposizione (Cg cost.)
2)Fase di "Drive-in" (Q=cost)

Per applicare le due relazioni viste in
questo caso deve essere

7\“DRIVE-IN> >}\‘PRED



Fase di predeposizione + “Drive-in”
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Diffusione iniziale ‘
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Profondita di giunzione

concentrazione

T | In(x)

xj= profondita di giunzione



